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１．概要（Summary） 

溝加工された側壁へ CVD、ALD を用いて、それぞれ

W、Pt を成膜する。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

◆W-CVD 装置 [Applied Materials P-5000] 
◆多元材料原子層堆積（ALD）装置 [テクノファイン 

ALK-600] 
 

【実験方法】 
◆W-CVD 
・成膜時間：30、120 秒 
・他の条件：W 成膜標準レシピに準ずる 
◆Pt-ALD 
・成膜サイクル：200 cycle 
・ソース供給時間：0.2 秒 
・反応ガス供給時間：5.0 秒 
・他の条件：Pt 成膜標準レシピに準ずる 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
◆W-CVD 
溝の側壁へ CVD でタングステンの成膜を行い、成膜

時間が 30 秒のときに 80 nm（Fig. 1. 2）、120 秒のときに

360 nm（Fig. 1.3）の成膜を確認した。 
おおよそ 180 nm/min の成膜レートが得られた。 

 
◆Pt-ALD 

ガラス基板への成膜前は、透明基板であるため後方か

ら光である緑色が確認できる（Fig. 2.1）が、成膜後では白

の反射光のみが確認できる（Fig. 2.2）ため Pt がガラス基

板上へ成膜できていることを確認した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
なし。 

６．関連特許（Patent） 
なし。 

Fig. 1 Deposition by W-CVD 
(1) Before deposition, (2) Process time : 30 
sec., (3) Process time : 120 sec. 

Fig. 2 Deposition by Pt-ALD 
(1) Before deposition, (2) Process cycle : 200 cycle 


